
Table. 1 The etch selectivity of a silicon oxide film. 

Fig. 1 Fabrication process flow. 
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１．概要（Summary） 

KOH および SF6 によるシリコン深堀り加工を行うに当

たり，プラズマ SiO2膜のマスク耐性の評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・両面アライナ露光装置一式 MA6(SUSS製) 

・TEOS-CVD(住友精密製) 

・Deep-RIE装置#2(住友精密製) 

・Si結晶異方性エッチング装置（KOH) 

【実験方法】 

Fig.1にプロセスフローを示す。 

6 インチシリコンウェーハにプラズマ SiO2膜を成膜して

パターニングを行い，KOH および DeepRIE(SF6 only)

でエッチングし，Si/SiO2選択比を算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Table.1に各プラズマ SiO2膜のKOHおよび SF6によ

る Si/SiO2選択比の結果を示す。 

今後，膜厚を最適化してシリコンの深堀り加工に適用し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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